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【国際特許分類】
   Ｈ０１Ｌ  21/3065   (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０１Ｌ   21/302    １０５Ａ

【手続補正書】
【提出日】平成27年12月2日(2015.12.2)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　プラズマが生成される処理空間を画成する処理容器及び前記処理空間内に処理ガスを供
給するガス供給部を有するプラズマ処理装置を用いて、ポリシリコン層の上に形成された
タングステン層を、マスク層を介してエッチングし、前記タングステン層を所定のパター
ンにパターニングするプラズマ処理方法であって、
　フッ素含有ガスを含む処理ガスを前記処理容器へ供給し、プラズマを発生させて、前記
タングステン層を前記タングステン層の上面から前記タングステン層の下面に至る前まで
エッチングする第１の工程と、
　酸素含有ガスを含む処理ガスを前記処理容器へ供給し、プラズマを発生させて、前記タ
ングステン層を処理する第２の工程と、
　フッ素含有ガスを含む処理ガスを前記処理容器へ供給し、プラズマを発生させて、前記
タングステン層を前記タングステン層の下面に至るまでエッチングする第３の工程と、を
含むプラズマ処理方法。
【請求項２】
　前記マスク層は、ＳｉＮ層、シリコン酸化層、及びアモルファスシリコン層が積層され
たハードマスクである、請求項１に記載のプラズマ処理方法。
【請求項３】
　前記ポリシリコン層と前記タングステン層との間にバリアメタル層が形成され、
　前記第３の工程では、前記バリアメタル層を更にエッチングする請求項１又は２に記載
のプラズマ処理方法。
【請求項４】
　前記プラズマ処理装置が、前記処理容器内に配置される第１電極と、前記第１電極に対
して対向して配置される第２電極と、前記第２電極に第１周波数の電力を供給する第１電
源部と、前記第２電極に第２周波数の電力を供給する第２電源部と、を備え、
　前記第２の工程では、前記第２電源部から前記第２電極へ電力が供給されない請求項１
～３の何れか一項に記載のプラズマ処理方法。
【請求項５】
　前記第２の工程では、前記第１の工程及び前記第３の工程よりも前記処理空間の圧力が
高い請求項１～４の何れか一項に記載のプラズマ処理方法。
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【請求項６】
　前記第２の工程では、前記第１の工程及び前記第３の工程よりも処理時間が短い請求項
１～５の何れか一項に記載のプラズマ処理方法。
【請求項７】
　前記酸素含有ガスが、Ｏ２ガス又はＯ３ガスである請求項１～６の何れか一項に記載の
プラズマ処理方法。
【請求項８】
　前記フッ素含有ガスが、ＮＦ３ガス、ＣＦ４ガス又はＳＦ６ガスである請求項１～７の
何れか一項に記載のプラズマ処理方法。
【請求項９】
　プラズマ処理装置の処理容器内で、ポリシリコン層、タングステン層、及び、パターン
を有するマスク層を含む被処理体をプラズマ処理し、前記マスク層を介して前記タングス
テン層をエッチングして、前記タングステン層を所定のパターンにパターニングするプラ
ズマ処理方法であって、
　前記被処理体を前記処理容器内へ準備する工程と、
　フッ素含有ガスを含む第１の処理ガスを前記処理容器へ供給し、前記第１の処理ガスの
プラズマを発生させて、前記マスク層の前記パターンを転写するように前記タングステン
層を前記タングステン層の上面から前記タングステン層の下面に至る前までエッチングし
て、該エッチングを終了する第１の工程と、
　酸素含有ガスを含む第２の処理ガスを前記処理容器へ供給し、前記第２の処理ガスのプ
ラズマを発生させて、前記タングステン層の表面を酸化処理する第２の工程と、
　前記第１の処理ガスを前記処理容器へ供給し、前記第１の処理ガスのプラズマを発生さ
せて、前記タングステン層を前記タングステン層の下面に至るまでエッチングする第３の
工程と、を含むプラズマ処理方法。
【請求項１０】
　前記マスク層は、ＳｉＮ層、シリコン酸化層、及びアモルファスシリコン層が積層され
たハードマスクである、請求項９に記載のプラズマ処理方法。
【請求項１１】
　前記ポリシリコン層と前記タングステン層との間にバリアメタル層が形成され、
　前記第３の工程では、前記バリアメタル層を更にエッチングする請求項９又は１０に記
載のプラズマ処理方法。
【請求項１２】
　前記プラズマ処理装置が、前記処理容器内に配置される第１電極と、前記第１電極に対
して対向して配置される第２電極と、前記第２電極に第１周波数の電力を供給する第１電
源部と、前記第１電極に第２周波数の電力を供給する第２電源部と、を備え、
　前記第２の工程では、前記第２電源部から前記第２電極へ電力が供給されない請求項９
～１１の何れか一項に記載のプラズマ処理方法。
【請求項１３】
　前記第２の工程では、前記第１の工程及び前記第３の工程よりも前記処理容器内の圧力
が高い請求項９～１２の何れか一項に記載のプラズマ処理方法。
【請求項１４】
　前記第２の工程では、前記第１の工程及び前記第３の工程よりも処理時間が短い請求項
９～１３の何れか一項に記載のプラズマ処理方法。
【請求項１５】
　ポリシリコン層の上に形成されたタングステン層を、マスク層を介してエッチングし、
前記タングステン層を所定のパターンにパターニングするプラズマ処理装置であって、
　プラズマが生成される処理空間を画成する処理容器と、
　前記処理空間内に処理ガスを供給するガス供給部と、
　前記ガス供給部を制御する制御部と、を備え、
　前記制御部は、
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　フッ素含有ガスを含む処理ガスを前記処理容器へ供給し、プラズマを発生させて、前記
タングステン層を前記タングステン層の上面から前記タングステン層の下面に至る前まで
エッチングし、
　酸素含有ガスを含む処理ガスを前記処理容器へ供給し、プラズマを発生させて、前記タ
ングステン層を処理し、
　フッ素含有ガスを含む処理ガスを前記処理容器へ供給し、プラズマを発生させて、前記
タングステン層を前記タングステン層の下面に至るまでエッチングする、プラズマ処理装
置。
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